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Одним из перспективных классов веществ, интересных как для физики, так и химии твердого тела, являются топологические изоляторы. Топологический изолятор (ТИ) – особый тип кристалла, который внутри объёма представляет собой диэлектрик, а на поверхности имеет проводящие состояния, защищенные симметрией по отношению к обращению времени. На данный момент наиболее перспективными материалами, обладающими свойствами ТИ, являются твердые растворы на основе халькогенидов висмута и сурьмы со структурой тетрадимита (пр. гр. R-3m), широко известные до открытия топологических свойств, как узкозонные полупроводники, применяющиеся в термоэлектронике.

По сравнению с другими ТИ, эти фазы имеют достаточно большую по величине запрещенную зону, но, к сожалению, обладают заметной объемной проводимостью из-за наличия большого количества точечных дефектов (≈ 1019 – 1021 см-3, что сопоставимо с проводимостью металлов) [1]. Такая проводимость в объеме мешает исследованию необычных поверхностных свойств этого класса веществ, так что перед учеными стоит задача снизить концентрацию носителей в кристалле.
В рамках данной работы, модифицированным методом Бриджмена были получены кристаллы твердых растворов в тройных взаимных системах Bi2Se3 – Sb2Te3 ↔ Bi2Te3 – Sb2Se3 и Bi2S3 – Sb2Te3 ↔ Bi2Te3 – Sb2S3, определены их составы и измерены электрофизические свойства. На данный момент относительно низкая концентрация носителей заряда достигнута для кристаллов состава (Bi0,5Sb0,5)2(Se0,5Te0,5)3, и (Bi0,55Sb0,55)2(Te0,67S0,33)3 (p = 1,76·1018 см-3 и n = 1,113∙1019 см-3, соответственно).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-33-90273).
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